varactors
varactors

varactors multiplicateurs i 'arséniure de gallinm
gallinm arsenide multiplier varactors »

CONDITIONS DE MESURES s - V=0V —10GHs fn—ap.  CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS R=10pA VR=3N f=1 MHz l=700H fo—3k LIMITING CONDITIONS
2 TEMPERATURES °C
CARACTERISTIQUES A , .
T—25 W | & C Pe Fa il
SPECIFICATIONS AT i L2 R L i TEMPERATLRES °C
Mbre DE -
TYPE BOITER  VARACTORS iﬁgg:ﬁ:[gi v ik o oF — i FONCTION ~ STOCKAGE
TYPE CASE Nber OF GHz ' min max mir max max min OPERATING ~ STORAGE
VARACTORS
AH 131 F27d 30-40 0.1 0.5 100 15
AH 132 F27d 30-40 0.1 0.5 100 25
AH 133 F27d 30-40 0.1 0.5 150 40 —40470 —B5+175
AH 134 . F 27 deiey e T L T T A T e g Vi ER A T 0.5 e o001 Q02
e AR5 i F 2000 T T W T T R B LT s, SO0t 150 o)
- ; 0.4 0.8 200
AH 141 E4p 2 30-40 20 0.1 . , —-40+70  —65+175
AH 142 ESp 3 30-40 45 0.1 0.3 1.2 300
varactors multiplicateurs au silicium
silicon multiplier varactors
CONDITIONS DE MESURES T Vp=—BV + 10 mA +10 mA |~y CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS ek =1 MHz — 6 mA 10V BT 2B IMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A TEMPERATURES °C
—75° c " Po
SPECIFICATIONS AT | — 22 C VR i Te tst Fn - TEMPERATURES °C
Mbre DE - }
FREQUENCE
CTe % ' -
TYPE BOITIER WVARACTORS ERECLUENCY v v AP HF e Ha oCIW W FOI’ECTION]I STOCKAGE
TYPE CASE Nber OF GHz min  max min  max mirl max max OPERATING  STORAGE
VARACTORS
DH238G  F49p 2 2-4 120 1860 3 5 200 400 10 14
DH238G  F48p 2 35 90 130 2 4 150 200 12 10
DH240G  F49p 2 2-6 80 120 14 24 150 200 17 &
DH241G F27d 2 4-8 70 110 08 14 60 150 2 4
OH 242 G F27d 2 8-12 60 90 0.4 0.6 30 100 25 1.7
DH 243G F27d 2 12-18 50 70 0.2 0.4 20 a0 40 06
DH 236 E2p 2 1-3 =4 160 - 220 4 6 400 600 825 205 —B85+1756 —65+200
DH 240 - Elp ¥ 3 A5 e e - B0 120 1424 150 8 g=r:. 200 1iese- B
DH24%:= 4% E1p 2 4-B 3 70 110 09 14 B0t 150 20 4
DH 242 E1p 2 8-12 - B0 a0 D4 0.6 B0 100 25 - 1.7
DH 243 E1p 2 12-18 50 Q= 02 04 20 = BO 40 0.6
DH 245 E3p 3 9-14 90 120 0.4 0.6 a0 100 25 3
DH 246 E3p 3 12418 70 100 0.25 04 20 80 35 12
DH 286 ¢ E2p 4 2-6 : 180 280: 08013 150 200 8 - 25 (d)
DH 28755 %= EY.p oo T . B-12- : 1201180 G 04007 B0 160 e i3 o By {d) — B85+ 175 - 65+ 200
DH 2688:580 B1 plrads 40 Sl 1218 e 90R 40 025 04 SRS B0 T e BSE 30 (dy:
DH 294 DO 7 1 0.2-2 45 70 3 10 125 400 300 0.5 (d}
DH 200 F 49 1 0.5-2 90 140 55 7 250 1000 8 20 (d)
DH 270 S 268 1 2-3 80 110 4 5.5 160 700 0 15 (d)
DOH 110 F27d 1 2-4 60 90 3 4 100 400 25 g (d)
OH 293 E60d 1 3-6 50 70 2 3 50 250 30 & (d) —65+175 - 65+ 200
DH 252 . F27d 1 28 s QN B0 D9 Dy S =t Q0P EE 50+ 3. (d)
DH256ma% F27d 1 5412+ e 30 45508+ 0.5 14 20585890120 B0 v 2 (d)
DH 282 F27d i B-1 G i DD 38 B 0.2 0.6 10 Siant THaia 700 0.6 (d) s
DH 267 Fa27d 1 10-25° e 156 25050 0.2 503 B 60 100 = 0.2(d)
{d) En doubleur (d) Doubleur rest
varactors multiplicateurs et de commutation au silicium, en microéléments
silicon multiplier and switching varactors, microcomponents
CONDITIONS DE MjF_suRES 10 ma + 10 mA k=10 pA Vp=6BV CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS — 6 mA —10V f= 1 MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A i TEMPERATURES @
- T— 2500 T e v . ES<C
SPECIFICATIONS AT L 0 BR G TEMPERATURES o(2
TYPE PRESENTATION ns ps v pF pF FONCTION.  STOCKAGE
TYPE PRESENTATION typ typ min min max OPERATING ~ STORAGE
EH 255 c2 40 120 40 0.8 1.4
EH 256 C2 20 50 30 0.5 0.8
EH 257 c2 15 BO 25 0.3 0.5 —B5+175 —g5+200
EH 258 c2 10 70 20 0:.15 0.3




